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１．概要（Summary） 

本研究では超伝導トンネル接合（Superconducting 

Tunnel Junction : STJ）の高密度集積化を目指すため

に、フリップチップ実装技術を用いて配線を 3 次元化した

STJ サンプル[1]の作製を行った。今回はその作製の一

部を NPFにて行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  

スパッタ装置(芝浦) 

【実験方法】 

STJ の上部配線と下部配線の層間絶縁膜として SiO2

を約 400 nm、芝浦スパッタ装置にて積層した。 

スパッタは Ar 雰囲気中、圧力 0.5 Pa、RF パワー 

400 W の条件で行った。このときのスパッタレートが 12.3 

nm/minであったため、スパッタ時間は 32’30”とした。 連

続してスパッタしたところ基板温度は 24℃から 41℃まで

上昇した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したサンプルの顕微鏡写真を Fig. 1に示す。さら

にサンプル内に存在する STJの電流-電圧特性を 4.2 K

の極低温環境下で測定した。 Fig. 2 に 100×100 μm2

の単一の STJの I-V特性を示す。同図において臨界電

流密度 Jcが 94.2 A/cm2を示した。 

 

Fig. 1 Pictures of STJ sample fabricated.  

 

 

Fig. 2 I-V characteristic of 100×100 μm2 STJ. 
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